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(54) Keramickeé pouzdro p
a zpusob jeho vyroby

Vynélez se- tyka keramického pouzdra

§ paskovymi vyvody pro vysokofrekvenéni -

a mikrovinné tranzistory s relativnd maloy
hodnotou tepelného odporu a zplisobu jeho
vyroby. . v _ ‘
Pro vyrobu vf a mikrovinnych tranzistorg
je ‘nutné pousit pouzder s radiidlnimi pésko-
vymi vyvody pro dosaZeni minimalnich para-
zitnich kapacit a indukénost{, K témto tide-
 lim se pouziva keramickych pouzder zhoto-

venych- technologif tvrdého ‘p4jeni kovaro- _

vych péskovych vyvodu za pouZiti naroéného
pokovovaciho a vypalovaciho procesu na ke-
- ramickych polotovarech. Tento proces poko-
vovani a péajeni spodiva v naneseni kovové

VIstvy ve stavu suspenze na keramicky dil
pouzdra o presné definovaném tvaru pokove--
ni, které se do keramiky vpaluje ve vodikové =~ -

atmosféte pii teplotd mezi- 1400 az 1500 °C.
K dalsi kompletaci pouzdra je nutno vypéale-
nou kovovou vrstvy bezproudovs poniklovat,
nebot tato neni smagiva pajkou. Po této ope-
raci nésleduje péjeni natvrdo eutektickymi
pPéjkami ze stfibrnych slitin opét ve vodikové
-redukéni atmosféfe. Pouzdro zkompletované
timto postupem se potom povrchova upravuje
zlacenim. Popsan4 vyroba pouzder spodiva
v kusovém zpracovani jednotlivych dila. Cip
tranzistoru je pajen na pokovenou keramiku
0 velké tepelné vodivosti. Pro dosaZeni niz-
§ich hodnot tepelného odporu a. tim vys&§iho
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ro vysokofrekvenéni a mikrovinné tranzistory

' dovoieného_ ztratového prikonu se PoUFivy -

v nékterych piripadech jako keramického sub- .
stratu  material o vysoké tepelné vodivosti,
£ j. keramika z kysliéniky berylnatého, Vyro-
ba polotovarg z kysliéniku berylnatého je
viak znadné naroéns vzhledem k vysoké to- -
Xicité a surovinovym zdrojtim. :
VySe uvedené nedostatky jsou odstranény
u keramického pouzdra podle vynélezu, jehoz
podstata spodivé v. tom, e paskové vyvody
pouzdra jsou médéné Ppovrchové” upravené

. stribfenim a zlacenim, pridem? péjeci oblast

tranzistorového éip_u,jevna_‘nejdeléim Z Vyvo-
ddpouzdra. . T TR R
Podstata “zptisobu vyroby podle vynélezu

.5po€iva v tom, %e na velkoplosnou keramic-
_kou desku je vakuové . napatrena sloZena ad-

hézn{ vrstva napr. nikichromu a zlata, na nis .
je vytvoren fotolitograﬁcky selektivnim zla-

“benim tepla a tlaky jsou mechanicky pevné

pfipojeny paskové vyvody pouzdra. _

Vyssi tGéinek dosaZeny zplisobem vyroby
keramického pouzdra podle vynélezu spoéiva
v tom, Ze z jedné velkoplogrié desky se pe
roziezani ziska Priblizn& 150 kusy zikladnich:
destitek s motivem pokoveni ‘proti dosavad-
nim jednotlivé obtizng zpracovavanym sou-
¢astkam. Vynalez umozituje nejen produktiv-



né&jsi - vyrobu pouzdef s radidlnimi vyvody,

ale i v fadé piipadd nahradi nutnost pouziti -

materidlu z kysli¢niku bérylnatého prede-

v&m v oblasti niZ$ich vykond. '
Vynélez spotiva v pouiiti médenych pozla-

cengch radidlnich vyvodd, které 1ze za pomo-

ci tlaku a tepla pevné spojit s pokovenym

keramickym substratem, kde pokoveni lze
provést vakuovym napafenim slozenych ko-
vovych vrstev. Systém tranzistoru je pak pfi-
pajen K jednomu z radidlnich vyvodi a do
- znaéné miry zprostfedkovéva odvod vzniklé-
ho tepla, nebof material vyvodl ma vysokou
tepelnou vodivost. Vyrobu keramickych sub-
strattt lze provadét hromadné na velkych ke-
ramickych deskéch, které po vakuovém na-
pafeni lze fotolitograficky- zpracovat do jed-
notlivych motivi spojovacich ploch pro
radialni vyvody a po roziezdni ziskat diskrét-
ni substraty pouzdra.
Keramické-pouzdro. podle vynélezi-a- Zpl-
. sob jeho vyroby jsou bliZe osvétleny pomoci
" vygkresti, na nich znadi obr. 1 zékladni desti¢-
ku, obr. 2 pomocny réametek s pravouhle
uspotradanymi vyvody, obr. 3 sestavu.pouzdra
s péjeci oblasti, obr. 4 sestavu pouzdra s ke-
ramickym vitkem. _
V jedné operaci se korundova keramicka
deska o rozméru 50 X 50 mm vakuové napati
nejdiive adhézni vrstvou ze slitiny niklochro-

mu a pak souvislou vrstvou zlata. Po aplikaci -

fotoresistu na vakuovd napafenou’ plochu,
ziskdme osvétlenim pres kontakini fotomasku
soubor diskrétnich motiva pro selektivni gal-
vanické zesileni vakuové napatené zlaté vrst-

y. .
V dalgich operacich se selektivng odlepta

vakuové naparend :vistva’ z'l'ata',"*kt'gré' byla
PREDMET VYNALEZU

1. Keramické pouzdro pro vysokofrekvendni..

a mikrovinné tranzistory obsahujici zakladni’,

destitku a radislni paskové vyvody, vyzna-
¢ené tim, Ze paskove vyvady (4) pouzdra

jsou médéné ‘povrchové upravené stiibte-
‘him a zlacenim, pridem% pajeci oblast 3

tranzistorového &ipu je na. nejdelSim .z vy~

vodt (4) pouzdra. -

9. Zplisob vyroby keramického pduzdraf)o.dl‘é'_

bodu 1 ‘vyznadeny tim, %e na velkoplosnou

chrénénd maskou z fotoresistu a pak se od--
leptd i adhéznf vrstva ze slitiny niklchromu.
Tim ziskdme soubor diskrétnich motivi po- -
koveni 2, jak je vyznaeno Srafovanim, cca
o 150 kusech na jedné velké desce, které se
rozieou diamantovou pilou na jednotlivé

zikladni desti®ky o rozméru 3,5 X 3,5 mm,

- jak patrno z obr. 1.

“"Daléi soudasti pouzdra jsou radialni vyvody
o &Fi 1 .mm zhotovené lisovinim ve tvaru
pravouhlého k¥ize z médéného pasového ma-
teridlu o tloustce 0,09 mm. Vyvody: jsou
v pravothle pozici fixovany soudasné - vyli-
sovanym pomocnym rémeékem 5. c e
_ Po galvanickém st¥ibreni a zlaceni vyvodl
riasleduje ‘vlastni komplétace pouzdra tak, Ze
se zékladni desti¢ka 1 a vyvedy 4 spoji po-
jejich sesazeni v piipravku ‘za pusobeéni tlaku
a tepla. Za Gdelem ziskani dokonalého- spoje
a- stejnych elektrickych parametrit pouzdra,

-4} ‘parazitni-kapacity-a induk&nosti,-je nutno. -
zakladn{ destitku 1 a soubor vyvodi 4 sesadit

v piipravku tak, aby motiv pokoveni 2 na
keramice a stredova &ast kiiZe se vzadjemné

" ptekryvaly, jak patrno z obr. 3. Na nejdeldim -

z vyvodi 4 pouzdra je pajeci oblast 3 pro &ip.

7

- Po kompletaci se pomoeny rédmeéek 5 fixujici

polohu vyvodd jednoduse odstiihne. Po mon-
ta2i systému polovodiéové soudastky na jeden
z vyvodd a jeho -zkontaktovéni s ostatnimi
vyvody 4 nasleduje uzavieni pouzdra kera-
mickym korundovym vitkem 6 pomoci vhod-
ného tmelu, jak znazorn&no v obr. 4. Tranzis-
tor namontovany do takto zhotoveného
pouzdra s vy$e uvedenymi zékladnimi roz-

‘méry umozni dosaZeni ztrdtového vykonu

tranzistoru o rozmérech &pu 0,5 X 0,56 mm
ccal W. oo :

keramickou . desku je vakuové napatena
slozena adhézni vrstva napf. niklchromu
a zlata, na niZ je vytvofen fotolitograficky ..
selektivnim zlacenim -a leptdnim motiv po-
koveni, pti¢emz velkoplo$né. deska s moti-
vy.je rozfezéna na “jednotlivé zékladny -
pouzdra, na které plisobenim tepla a tlaku
jsou mechanicky pevné ptipojeny péskové
vyvody pouzdra. S :
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Obr. 3

Obr. 4

Vytlatili TSNP, n. p., Martin Cena Kés 2,40
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